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Abstract

Se disefla una arquitectura de transmision multi-
banda y multi-estdndar optimizada en eficiencia
para amplificadores de potencia empleando redes de
sintesis de impedancias. Se proporcionan tanto
niveles de potencia superiores a 5W como PAEs
superiores a 28% (410 MHz) y a 18% (700 MHz)

Introduccion

La reconfigurabilidad y la eficiencia son aspectos
clave en el disefio de “front-ends” de RF para los
modernos sistemas de comunicacion. Por una parte,
los estandares inaldmbricos operan sobre multiples
bandas de frecuencia. Y por otra, los amplificadores
de potencia (APs) dominan el consumo de energia.
Por ello, es un reto disefiar un AP reconfigurable
que presente un alto rendimiento en una solucién
multi-banda y multi-estandar (MBME).

Las nuevas arquitecturas de transceptores
inalambricos reconfigurables, de alta eficiencia
energética, son MBME. El uso de redes de
adaptacion reconfigurables (Reconfigurable
Matching Networks, RMNs) ha demostrado ser la
técnica mas prometedora [1] de entre las propuestas
para aumentar la eficiencia de estas arquitecturas.
Este trabajo propone una arquitectura que utiliza dos
RMNs para encontrar un esquema Optimo que
maximice la eficiencia del AP en sistemas MBME.

Arquitectura de transmision

reconfigurable

Se propone una arquitectura de transmision,
mostrada en la Fig.1, basada en un APy dos RMNs
que se utilizan como redes de adaptacion de
impedancia ajustables, a la entrada y a la salida,
para lograr el rendimiento de un disefio de banda
estrecha en el conjunto de frecuencias de
transmision, donde las adaptaciones de impedancias
a la entrada y a la salida del transistor son las méas
préximas a las dptimas que provienen de un anélisis
Source-pull (SP) y Load-Pull (LP).

La arquitectura se optimiza en eficiencia empleando
el simulador de circuitos AWR Microwave Office
(MWO), por lo que tanto el AP como las topologias
de las RMNSs seleccionadas deben abordarse para
realizar un calculo de balance arménico.

Diserio del AP

Se disefia un AP a partir de un transistor VDMOS
FET de PolyFet de 5W que se polariza en clase AB.

Redes de Adaptacion Reconfigurables

Se emplean dos RMNs diferentes discretas de
elementos concentrados, basadas en elementos de
conmutacion (ECs). Para evaluar la arquitectura en
MWO se utilizan los pardmetros S, medidos con un
Analizador Vectorial de Redes (VNA), para todos
los estados posibles de la IRMN y de la ORMN.

1) Red de entrada: Se utiliza como IRMN una RMN
de banda ancha (300-800 MHz) disefiada mediante
un proceso de optimizacién basado en algoritmos
genéticos. Presenta 7 ECs y 128 estados posibles.
Su descripcion se encuentra en [2].

2) Red de salida: La ORMN, cuya descripcion se
encuentra en [3], tiene 8 ECs y 256 estados posibles.

Resultados

La etapa del AP se caracteriza por medio de
medidas del SP y del LP a las frecuencias
seleccionadas para determinar los contornos de
impedancia para potencia de salida (Pow) VY
eficiencia (Power Added Efficiency, PAE). La Fig.
2 muestra el LP y el SP 6ptimos para 410 MHz
(estdndar TETRA) y un nivel de potencia de entrada
préximo al punto de compresion a 1 dB (30dBm).
La Fig. 3 muestra la caracterizacion del dispositivo
a 700 MHz (estandar LTE) con el mismo nivel de
potencia de entrada.

Con el fin de validar la optimizacion de la eficiencia
de la arquitectura, se disefian dos redes de
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adaptacion (MNs) fijas, a la entrada y a la salida, de
banda ancha que obtienen una eficiencia cuasi-
constante. La Fig. 4 compara y detalla la PAE
obtenida usando las MNs fijas respecto a la PAE
obtenida con la arquitectura propuesta a las
frecuencias seleccionadas, 410 MHz (a)-(b) y 700
MHz (c)-(d), cuando se seleccionan adecuadamente
los estados de las RMNs para un nivel de potencia
de entrada préximo al punto de compresién a 1 dB.
Referido al disefio con las MNs fijas, la PAE se
mejora 39.37% a 410 MHz y 22.55% a 700 MHz.

Conclusiones

La arquitectura de transmision reconfigurable
basada en sintetizadores de impedancias presentada
obtiene un rendimiento optimizado en eficiencia en
potencia para sistemas multi-banda y multi-estandar
(LTE, TETRA, WRAN/IEEE 802.22,...). Esto
supone un gran avance en el disefio de “front-ends”
de RF reconfigurables al tiempo que los sistemas de
comunicaciones inaldmbricos avanzan hacia la 5G.
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Fig. 1. Arquitectura de transmisidn propuesta
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Fig. 4. PAE obtenida para ambas arquitecturas a 410MHz (a)-
(b) y a 700MHz (c)-(d)
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